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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原料ウエーハの裏面の面取り部と主面との境界からウエーハ中心に向かい主面の一部を
鏡面研磨する裏面部分研磨及び前記原料ウエーハの鏡面面取りを行う裏面部分研磨鏡面面
取り工程と、裏面部分研磨及び鏡面面取りされたウエーハの裏面を支持し該ウエーハの表
面を鏡面研磨する表面研磨工程とを有し、前記原料ウエーハの裏面の面取り部と主面との
境界からウエーハ中心に向かい主面の一部を鏡面研磨する範囲が、ウエーハ面取り部と主
面の境界からウエーハ中心に向かい２００μｍ～１０００μｍであることを特徴とする半
導体ウエーハの製造方法。
【請求項２】
　原料ウエーハの裏面の面取り部と主面との境界からウエーハ中心に向かい主面の一部を
鏡面研磨する裏面部分研磨工程と、裏面部分研磨されたウエーハの裏面を支持し該ウエー
ハの表面を鏡面研磨する表面研磨工程とを有し、前記原料ウエーハの裏面の面取り部と主
面との境界からウエーハ中心に向かい主面の一部を鏡面研磨する範囲が、ウエーハ面取り
部と主面の境界からウエーハ中心に向かい２００μｍ～１０００μｍであることを特徴と
する半導体ウエーハの製造方法。
【請求項３】
　原料ウエーハにアルカリエッチング処理を施すエッチング工程と、エッチング処理され
たウエーハに対してウエーハ裏面の面取り部と主面との境界からウエーハ中心に向かい主
面の一部を鏡面研磨する裏面部分研磨及び前記原料ウエーハの鏡面面取りを行う裏面部分
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研磨鏡面面取り工程と、裏面部分研磨及び鏡面面取りされたウエーハの裏面を支持し該ウ
エーハの表面を鏡面研磨する表面研磨工程とを有し、前記原料ウエーハの裏面の面取り部
と主面との境界からウエーハ中心に向かい主面の一部を鏡面研磨する範囲が、ウエーハ面
取り部と主面の境界からウエーハ中心に向かい２００μｍ～１０００μｍであることを特
徴とする半導体ウエーハの製造方法。
【請求項４】
　原料ウエーハにアルカリエッチング処理を施すエッチング工程と、エッチング処理され
たウエーハの裏面の面取り部と主面との境界からウエーハ中心に向かい主面の一部を鏡面
研磨する裏面部分研磨工程と、裏面部分研磨されたウエーハの裏面を支持し該ウエーハの
表面を鏡面研磨する表面研磨工程とを有し、前記原料ウエーハの裏面の面取り部と主面と
の境界からウエーハ中心に向かい主面の一部を鏡面研磨する範囲が、ウエーハ面取り部と
主面の境界からウエーハ中心に向かい２００μｍ～１０００μｍであることを特徴とする
半導体ウエーハの製造方法。
【請求項５】
　単結晶棒を薄板状のウエーハに切断するスライス工程と、得られたウエーハを面取り加
工する第１面取り工程と、面取り加工されたウエーハに対してラッピング処理を施すラッ
ピング工程と、ラッピング処理されたウエーハに再度の面取り加工を施す第２面取り工程
と、再度の面取り加工を施されたウエーハにアルカリエッチング処理を施すエッチング工
程と、エッチング処理されたウエーハに対してウエーハ裏面の面取り部と主面との境界か
らウエーハ中心に向かい主面の一部を鏡面研磨する裏面部分研磨及び鏡面面取りを行う裏
面部分研磨鏡面面取り工程と、裏面部分研磨及び鏡面面取りされたウエーハの裏面を支持
し該ウエーハの表面を鏡面研磨する表面研磨工程とを有し、前記原料ウエーハの裏面の面
取り部と主面との境界からウエーハ中心に向かい主面の一部を鏡面研磨する範囲が、ウエ
ーハ面取り部と主面の境界からウエーハ中心に向かい２００μｍ～１０００μｍであるこ
とを特徴とする半導体ウエーハの製造方法。
【請求項６】
　単結晶棒を薄板状のウエーハに切断するスライス工程と、得られたウエーハを面取り加
工する第１面取り工程と、面取り加工されたウエーハに対してラッピング処理を施すラッ
ピング工程と、ラッピング処理されたウエーハに再度の面取り加工を施す第２面取り工程
と、再度の面取り加工を施されたウエーハにアルカリエッチング処理を施すエッチング工
程と、エッチング処理されたウエーハの裏面の面取り部と主面との境界からウエーハ中心
に向かい主面の一部を鏡面研磨する裏面部分研磨工程と、裏面部分研磨されたウエーハの
裏面を支持し該ウエーハの表面を鏡面研磨する表面研磨工程とを有し、前記原料ウエーハ
の裏面の面取り部と主面の境界からウエーハ中心に向かい主面の一部を鏡面研磨する範囲
が、ウエーハ面取り部と主面の境界からウエーハ中心に向かい２００μｍ～１０００μｍ
であることを特徴とする半導体ウエーハの製造方法。
【請求項７】
　前記裏面部分研磨されたウエーハを鏡面面取り加工する鏡面面取り工程をさらに有し、
鏡面面取りされたウエーハの表面を鏡面研磨するようにしたことを特徴とする請求項２、
４及び６のいずれか１項記載の半導体ウエーハの製造方法。
【請求項８】
　前記表面研磨工程において、前記ウエーハの裏面をワックスで接着支持し、該ウエーハ
の表面を鏡面研磨するようにしたことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項記載の半
導体ウエーハの製造方法。
【請求項９】
　ウエーハ表面が鏡面研磨された面であり、ウエーハ裏面がアルカリエッチングされた面
であるウエーハにおいて、ウエーハ裏面の面取り部と主面との境界からウエーハ中心に向
かい主面の一部を鏡面研磨した面としその鏡面研磨した面がウエーハ面取り部と主面の境
界からウエーハ中心に向かい５００μｍ～７００μｍの範囲であることを特徴とするウエ
ーハ。
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【請求項１０】
　前記ウエーハ裏面の光沢度が４０±５％であり、ウエーハのＳＦＱＲｍａｘが０．１１
μｍ以下であることを特徴とする請求項９記載のウエーハ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、高平坦度を実現する半導体ウエーハ（以下、単にウエーハということがある）
の製造方法に関し、特にアルカリエッチング工程を有する半導体ウエーハの製造工程、更
にはワックスマウント方式による研磨工程を有する半導体ウエーハの製造工程において高
平坦度なウエーハを製造する方法に関する。
【０００２】
【関連技術】
半導体ウエーハは、従来、図７のフローチャートに示すような手順によって製造されてい
た。この従来の半導体ウエーハの製造方法は、シリコン等の単結晶棒を薄板状のウエーハ
に切断するスライス工程（ステップ１００）と、得られたウエーハの周縁部を面取り加工
する面取り工程（ステップ１０２）と、面取り加工されたウエーハに対してラッピング処
理を施すラッピング工程（ステップ１０４）と、ラッピング処理されたウエーハにエッチ
ング処理を施すエッチング工程（ステップ１０６）と、エッチング処理されたウエーハの
少なくとも表面を鏡面研磨する鏡面研磨工程（ステップ１０８）とから構成されている。
なお、本明細書においては、鏡面研磨処理前のウエーハを原料ウエーハということがある
。
【０００３】
このうち、面取り加工（面取り工程）は、シリコン等の単結晶が非常に堅くて脆く、ウエ
ーハ周縁部に面取り加工を施さないと、半導体ウエーハの製造工程およびデバイスの製造
工程において、カケやチップが発生し、歩留りの低下やデバイスの特性劣化をもたらすの
で、不可欠な工程である。この面取り加工の方法としては、主として、化学的な方法でウ
エーハの周縁を丸める方法と、砥石を用いて機械的に周縁の面取り加工を行う方法とがあ
るが、近年のウエーハの大口径化の傾向の中で、ウエーハの品質の安定性と寸法精度の良
さから、後者の機械的な方法が一般に採用されている。
【０００４】
このような機械的な方法でウエーハの周縁を加工するためにはウエーハを強く保持する必
要があるが、周縁の加工という事柄の性質上、このウエーハの保持は、ウエーハの主面を
用いて行われ、その際、ウエーハの主面に傷や汚れが付き易い。しかし、ウエーハの主面
は、デバイスのパターンを描く面になるので、ウエーハの主面の傷や汚れは極力避けなけ
ればならない。そこで、面取り加工を、単結晶棒からウエーハを切り出した直後に行い、
面取り加工を行った後に、ウエーハの主面を研削してウエーハの厚さを均一にするラッピ
ングを行って、面取り加工の際にウエーハの主面に付いた傷や汚れを除去するのが一般的
である。
【０００５】
ところで、近年の高集積化が進む半導体技術の中で、ウエーハの面取り加工面の平滑さお
よび寸法の精度の向上が要求されている。従来、面取り加工の際に、生産性を犠牲にして
砥石としてサイズの小さい砥粒を使用することによって面取り加工面の平滑さを向上させ
ると共に、面取り加工を行う機械の精度や制御の技術を改善することによって、面取り加
工面の寸法の精度を向上させてきた。
【０００６】
しかし、面取り加工の次にラッピングを行うと、面取り加工面の平滑さや寸法の精度の向
上といった品質改善の効果が低減されてしまう。すなわち、ラッピングは、面取り加工さ
れたウエーハを上定盤と下定盤に挟み、ラップ液に砥粒を混ぜたもの（研磨剤）をウエー
ハと上定盤および下定盤の間に入れ、圧力を加えながら擦り合わせることによりウエーハ
の主面を削ることによって行われるが、その際、ウエーハを保持するためにウエーハ保持
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金具が用いられる。このウエーハ保持金具とウエーハの間に砥粒が入り込んで、ウエーハ
の周端部分も削られて、ウエーハの形状が悪化する。また、ラッピングで使用される砥粒
は、面取り加工で使用される砥粒に比べて粗いので、面取り加工面の粗さが増大し、その
結果、面取り加工面の平滑さや寸法の精度は、面取り加工終了時点の水準を維持できない
のである。
【０００７】
そこで、ラッピングを行った後に面取り加工を行うことがある。これにより面取り加工終
了時点の面取り加工面の平滑さおよび寸法の精度を損なうことなく、半導体ウエーハを製
造できる。さらに、ラッピングの終わったウエーハは厚みが均一になっているので、続く
面取り加工の際に、面取り加工面の寸法の精度を確保することが容易になるという利点も
ある。
【０００８】
その後、酸エッチングやアルカリエッチング処理が行われ、ラッピング等で生じた加工歪
等の除去を行う。
【０００９】
ウエーハを研磨するにあたっては、種々の形態があるが、例えばウエーハを研磨ブロック
に貼り付け、その研磨ブロックでウエーハを、研磨テーブルに貼られた研磨クロスに押し
付け、ウエーハを研磨クロスに摺接させ研磨している。ところで、ウエーハを研磨ブロッ
クに貼り付ける方式としては、ワックスを用いてウエーハを貼り付けるワックスマウント
方式とワックスを用いることなく真空吸着等によって保持するワックスレスマウント方式
とがある。ワックスレス方式はワックスマウント方式に比べウエーハの研磨ブロックへの
貼付け作業や引離し作業が不要であると共に、研磨後のウエーハ洗浄が容易であるので、
生産性およびコスト面で有利である。しかし、研磨ウエーハの平坦度、研磨スラリーによ
るウエーハ裏面の局部的エッチング等の点で問題があり、現在はワックスマウント方式が
主流である。
【００１０】
このワックスマウント方式では、ウエーハを真空吸着器で吸着し、ワックスをウエーハ裏
面に塗布し、そのウエーハ裏面を下方に向け、研磨ブロックの近くで真空吸着器による吸
着を解除し、ウエーハを自重で研磨ブロック上に落下させることによって、ウエーハを研
磨ブロックに貼り付けている。あるいは、エアパッドが組み込まれた真空吸着器で、ワッ
クス塗布後のウエーハをそのままあるいは反らせ、ウエーハ裏面の中央部を研磨ブロック
に押し付け、この状態で真空吸着器による吸着を解除することによって、ウエーハを研磨
ブロックに貼り付けている。この研磨ブロックとしてはホウケイ酸ガラス等のガラス製、
アルミナや炭化珪素等のセラミック製のものが用いられている。ウエーハの平坦度に対す
る要求が厳しくなるにつれて剛性の高いセラミック製の研磨ブロックが主流になりつつあ
る。
【００１１】
またウエーハの表裏両面を同時に研磨する方法やウエーハ裏面を軽ポリッシュして高平坦
度なウエーハを得るための工程を有する場合もある。
【００１２】
このように、従来のウエーハの製造では、単結晶シリコンインゴットをスライスしてシリ
コンウエーハを作製した後、このシリコンウエーハに対して面取り、ラッピング、エッチ
ング等の各工程が順次実施され、次いで少なくともウエーハ一主面を鏡面化する研磨が施
される。また更に円筒バフ等を用い面取り部分を鏡面化する鏡面面取りを行うようになっ
ている。
【００１３】
ところで、最終的な形状はウエーハの研磨工程で決まるが、それ以前の工程（研磨前の工
程）のウエーハの状態により研磨工程での平坦度に大きく影響する。
【００１４】
つまり、例えば前工程のエッチング後のウエーハ（以下、ＣＷと略称することがある）の
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形状が研磨後の形状にも影響し、例えばエッチングが酸エッチングの場合はうねりが大き
く平坦度の改善が難しい。このうねりを小さくすることによりフラットネスの改善を行っ
ているが、これはアルカリエッチングと酸エッチングの組み合わせや、アルカリエッチン
グ等の改良により実施されている。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、フラットネス改善のため及びコスト的な面からアルカリエッチングを行うことが
有利であるが、このようなエッチング液では研磨後ウエーハ外周部にリング状のダレが観
察され局部的なフラットネスの悪化が生じてしまった。
【００１６】
アルカリエッチングによりウエーハ面内のＳＦＱＲは著しく改善されたが、上記のような
外周部のダレによりＳＦＱＲｍａｘ値としては悪化してしまいウエーハ全体の評価として
はあまり高平坦度とは評価されなかった。特に近年ではウエーハ外周部まで高平坦度なウ
エーハが要求されており、外周部のダレの影響によりアルカリエッチングのメリットを活
かせないでいた。
【００１７】
ＳＦＱＲ（Ｓｉｔｅ　Ｆｒｏｎｔ　Ｌｅａｓｔ　Ｓｑｕａｒｅｓ　Ｒａｎｇｅ）とは、平
坦度に関して表面基準の平均平面をサイト毎に算出し、その面に対する凹凸の最大値を表
した値（設定されたサイト内でデータを最小二乗法にて算出したサイト内平面を基準平面
とし、この平面からの＋側、－側各々最大変位量の絶対値の和であり各サイト毎に評価さ
れた値）であり、ＳＦＱＲｍａｘはウエーハ上の全サイトのＳＦＱＲの中の最大値である
。
【００１８】
アルカリエッチングでは面内のＳＦＱＲ値は良いものの、外周部がダレているため、外周
部にＳＦＱＲｍａｘ値が存在し、見かけ上ウエーハ品質を悪化させている。
【００１９】
本発明は、かかる問題点に鑑みなされたもので、アルカリエッチングを行ったウエーハ（
ＣＷ）を研磨するに際し、ウエーハ外周部のリング状のダレのないウエーハを製造するこ
とのできる半導体ウエーハの製造方法及びウエーハ外周部のリング状のダレのないウエー
ハを提供することを目的としている。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
　本発明の半導体ウエーハの製造方法の第１の態様は、原料ウエーハの裏面の面取り部と
主面との境界からウエーハ中心に向かい主面の一部を鏡面研磨する裏面部分研磨及び前記
原料ウエーハの鏡面面取りを行う裏面部分研磨鏡面面取り工程と、裏面部分研磨及び鏡面
面取りされたウエーハの裏面を支持し該ウエーハの表面を鏡面研磨する表面研磨工程とを
有し、前記原料ウエーハの裏面の面取り部と主面との境界からウエーハ中心に向かい主面
の一部を鏡面研磨する範囲が、ウエーハ面取り部と主面の境界からウエーハ中心に向かい
２００μｍ～１０００μｍであることを特徴とする。
【００２１】
　本発明の半導体ウエーハの製造方法の第２の態様は、原料ウエーハの裏面の面取り部と
主面との境界からウエーハ中心に向かい主面の一部を鏡面研磨する裏面部分研磨工程と、
裏面部分研磨されたウエーハの裏面を支持し該ウエーハの表面を鏡面研磨する表面研磨工
程とを有し、前記原料ウエーハの裏面の面取り部と主面との境界からウエーハ中心に向か
い主面の一部を鏡面研磨する範囲が、ウエーハ面取り部と主面の境界からウエーハ中心に
向かい２００μｍ～１０００μｍであることを特徴とする。
【００２２】
上記第１及び第２の態様のように原料ウエーハの裏面の面取り部境界の面内側の一部を鏡
面化した後、ウエーハ表面を研磨することでウエーハ外周部のダレを防止し、ウエーハ外
周部まで高平坦度なウエーハが製造できる。
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【００２３】
特にウエーハ表面を鏡面研磨する表面研磨工程での研磨方式がワックスマウント方式であ
ると好適である。
【００２４】
この原料ウエーハとしてはアルカリエッチングされているウエーハを用いるのが好適であ
る。特にアルカリエッチングされたウエーハを用いると、うねりの少ない高平坦度なウエ
ーハを得ることができる。
【００２５】
　本発明の半導体ウエーハの製造方法の第３の態様は、原料ウエーハにアルカリエッチン
グ処理を施すエッチング工程と、エッチング処理されたウエーハに対してウエーハ裏面の
面取り部と主面との境界からウエーハ中心に向かい主面の一部を鏡面研磨する裏面部分研
磨及び前記原料ウエーハの鏡面面取りを行う裏面部分研磨鏡面面取り工程と、裏面部分研
磨及び鏡面面取りされたウエーハの裏面を支持し該ウエーハの表面を鏡面研磨する表面研
磨工程とを有し、前記原料ウエーハの裏面の面取り部と主面との境界からウエーハ中心に
向かい主面の一部を鏡面研磨する範囲が、ウエーハ面取り部と主面の境界からウエーハ中
心に向かい２００μｍ～１０００μｍであることを特徴とする。
【００２６】
　本発明の半導体ウエーハの製造方法の第４の態様は、原料ウエーハにアルカリエッチン
グ処理を施すエッチング工程と、エッチング処理されたウエーハの裏面の面取り部と主面
との境界からウエーハ中心に向かい主面の一部を鏡面研磨する裏面部分研磨工程と、裏面
部分研磨されたウエーハの裏面を支持し該ウエーハの表面を鏡面研磨する表面研磨工程と
を有し、前記原料ウエーハの裏面の面取り部と主面との境界からウエーハ中心に向かい主
面の一部を鏡面研磨する範囲が、ウエーハ面取り部と主面の境界からウエーハ中心に向か
い２００μｍ～１０００μｍであることを特徴とする。
【００２７】
　本発明の半導体ウエーハの製造方法の第５の態様は、単結晶棒を薄板状のウエーハに切
断するスライス工程と、得られたウエーハを面取り加工する第１面取り工程と、面取り加
工されたウエーハに対してラッピング処理を施すラッピング工程と、ラッピング処理され
たウエーハに再度の面取り加工を施す第２面取り工程と、再度の面取り加工を施されたウ
エーハにアルカリエッチング処理を施すエッチング工程と、エッチング処理されたウエー
ハに対してウエーハ裏面の面取り部と主面との境界からウエーハ中心に向かい主面の一部
を鏡面研磨する裏面部分研磨及び鏡面面取りを行う裏面部分研磨鏡面面取り工程と、裏面
部分研磨及び鏡面面取りされたウエーハの裏面を支持し該ウエーハの表面を鏡面研磨する
表面研磨工程とを有し、前記原料ウエーハの裏面の面取り部と主面との境界からウエーハ
中心に向かい主面の一部を鏡面研磨する範囲が、ウエーハ面取り部と主面の境界からウエ
ーハ中心に向かい２００μｍ～１０００μｍであることを特徴とする。
【００２８】
　本発明の半導体ウエーハの製造方法の第６の態様は、単結晶棒を薄板状のウエーハに切
断するスライス工程と、得られたウエーハを面取り加工する第１面取り工程と、面取り加
工されたウエーハに対してラッピング処理を施すラッピング工程と、ラッピング処理され
たウエーハに再度の面取り加工を施す第２面取り工程と、再度の面取り加工を施されたウ
エーハにアルカリエッチング処理を施すエッチング工程と、エッチング処理されたウエー
ハの裏面の面取り部と主面との境界からウエーハ中心に向かい主面の一部を鏡面研磨する
裏面部分研磨工程と、裏面部分研磨されたウエーハの裏面を支持し該ウエーハの表面を鏡
面研磨する表面研磨工程とを有し、前記原料ウエーハの裏面の面取り部と主面の境界から
ウエーハ中心に向かい主面の一部を鏡面研磨する範囲が、ウエーハ面取り部と主面の境界
からウエーハ中心に向かい２００μｍ～１０００μｍであることを特徴とする。
【００２９】
本発明の半導体ウエーハの製造方法の第１～第６の態様のように、接着面の面取り境界部
の形状を変化させ研磨することで外周リング状のダレが減少し、ＳＦＱＲｍａｘが改善さ
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れる。
【００３０】
特に、研磨に用いる原料ウエーハの裏面の面取り部境界の面内側の一部を鏡面研磨する範
囲が、ウエーハ裏面の面取り部と主面の境界からウエーハ中心に向かい１０００μｍ以下
、特に５００μｍ～７００μｍ程度の範囲までを鏡面研磨しておくことが好ましい。この
ようにすると、ウエーハ表面の平坦度が良くなる。
【００３１】
上記表面研磨工程において、上記ウエーハの裏面をワックスで接着支持し、該ウエーハの
表面を鏡面研磨するように構成するのが好適である。
【００３２】
この表面研磨工程は、換言すればワックスマウント方式によるウエーハの研磨方法を意味
するが、さらに具体的に表現すれば、ワックスを介してウエーハの裏面を貼り付け、研磨
スラリーを供給しつつ該ウエーハの表面と研磨クロスとを摺接させることによって該ウエ
ーハの表面を研磨する方法である。
【００３３】
本発明のウエーハは、ウエーハ表面が鏡面研磨された面であり、ウエーハ裏面がアルカリ
エッチングされた面であるウエーハにおいて、ウエーハ裏面の面取り部境界の面内側の一
部を鏡面研磨した面としその鏡面研磨した面がウエーハ面取り部と主面の境界からウエー
ハ中心に向かい５００μｍ～７００μｍの範囲であることを特徴とする。
【００３４】
特に、本発明のウエーハにおいては、ウエーハ裏面の光沢度が４０±５％であり、ＳＦＱ
Ｒｍａｘが０．１１μｍ以下であるように構成することができる。
【００３５】
本発明の半導体ウエーハの製造方法によりこのようなレベルのウエーハを容易に製造する
ことができる。また、本発明のウエーハは、ウエーハ外周部まで高平坦度なウエーハであ
りデバイス工程での歩留まり等の向上につながる。さらに、本発明のウエーハは、ウエー
ハ裏面が従来から存在する面状態に近い為、汎用性も大きい。
【００３６】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明するが、図示例は例示的に示される
もので、本発明の技術思想から逸脱しない限り種々の変形が可能なことはいうまでもない
。
【００３７】
半導体ウエーハの全体的な平坦度（ウエーハ面内の平坦度）を良くするため、種々のエッ
チング処理が行われるが、例えば、アルカリエッチングと酸エッチングの組み合わせや、
アルカリエッチング等の改良が実施されている。このようにフラットネス改善のため及び
コスト的な面から言えば、アルカリエッチングを行うことが有利であるが、アルカリエッ
チング液を用いるエッチングでは研磨後ウエーハ外周部にリング状のダレが観察されフラ
ットネスの悪化が生じてしまった。
【００３８】
研磨後、ウエーハ外周部がダレてしまう原因としては、研磨クロスが沈み込みウエーハ外
周部を過剰に研磨してしまう研磨での問題や、例えばワックスマウント方式ではワックス
での接着時に外周部分が盛り上がった状態で接着され盛り上がった部分が過剰に研磨され
てしまう接着時の問題、更に研磨前の形状、例えば先に示したアルカリエッチング後の粗
さや外周部形状の違い等原材料の問題等が考えられる。
【００３９】
このようなダレが発生する原因について鋭意調査したところ、研磨中のウエーハ外周への
荷重が面内と比べ高いためと考えられた。特に原料ウエーハの外周部形状が問題であり、
ダレを少なくするには鏡面面取りによりアルカリエッチング後のウエーハの角張っていた
面取り境界部の形状を丸く変化させることが有効であることがわかった。これにより研磨
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中のウエーハ外周と面内の荷重が均一に制御できた。特にワックスマウント方式では効果
が大きく面内入り込み部分のワックス厚さが厚くなり、そこで弾性が高まる。更に研磨中
の外周部への応力が分散し、外周ダレがより低減することを見出し本発明を完成させた。
【００４０】
本発明の半導体ウエーハの製造方法の眼目は、原料ウエーハの裏面の面取り部境界の面内
側の一部を鏡面研磨し、この裏面部分研磨されたウエーハの表面を鏡面研磨、特にワック
スマウント方式で鏡面研磨することによって、高平坦度のウエーハを製造することにある
。
【００４１】
上記した原料ウエーハの裏面の面取り部境界の面内側の一部を鏡面研磨することは、鏡面
面取りを行う際に原料ウエーハの裏面の面取り部境界の面内側の一部まで鏡面研磨される
ようにしてもよいし、また鏡面面取り工程とは別工程で裏面の一部の鏡面研磨を行っても
よい。なお、鏡面面取り工程とは別工程で裏面の一部の鏡面研磨を行った場合には、鏡面
面取りを別途行うことも勿論可能である。
【００４２】
図１は本発明の半導体ウエーハの製造方法の工程順の１例を示すフローチャートである。
図２は本発明の半導体ウエーハの製造方法の工程順の他の例を示すフローチャートである
。
【００４３】
図１において、シリコン等の単結晶棒を薄板状のウエーハに切断するスライス工程（ステ
ップ１００）、得られたウエーハの周縁部を面取り加工する第１面取り工程（ステップ１
０２）及び面取り加工されたウエーハに対してラッピング処理を施すラッピング工程（ス
テップ１０４）までは、前述した従来の半導体ウエーハの製造方法（図７）と同様である
。
【００４４】
図７の従来方法では、ラッピングされたウエーハは直ちにエッチングされたが、本発明方
法では、ラッピングされたウエーハは再び面取り加工される（第２面取り工程、ステップ
１０５）。この再度の面取り加工を施されたウエーハにはアルカリエッチング処理が施さ
れる（エッチング工程、ステップ１０６）。このエッチング処理されたウエーハに対して
は裏面部分研磨鏡面面取り加工が施される（裏面部分研磨鏡面面取り工程、ステップ１０
７ａｂ）。この裏面部分研磨鏡面面取り工程は、面取り部のみの鏡面研磨を行う鏡面面取
り加工の他に、ウエーハ裏面の面取り部境界の面内側の一部までも鏡面研磨する裏面部分
研磨加工を含む。
【００４５】
この裏面部分研磨鏡面面取りが行われたウエーハに対しては、必要に応じて、ウエーハ裏
面に対して軽いポリッシングが施される（軽ポリッシング工程、ステップ１０７ｃ）。こ
の鏡面面取り及び裏面部分研磨が行われ又は裏面の軽ポリッシングが行われたウエーハの
裏面を、例えば、ワックスで接着しウエーハの表面が鏡面研磨される（研磨工程、ステッ
プ１０８）。
【００４６】
なお、図１に示したフローチャートにおいては、裏面部分研磨鏡面面取り工程（ステップ
１０７ａｂ）は、通常の面取り部のみの鏡面研磨を行う鏡面面取り加工とウエーハ裏面の
面取り部境界の面内側の一部までも鏡面研磨する裏面部分研磨加工とを含んでいるが、図
２に示すように鏡面面取り加工と裏面部分研磨加工とを分離し、裏面部分研磨工程（ステ
ップ１０７ａ）及び鏡面面取り工程（ステップ１０７ｂ）として別々に実施することもで
きる。また、この場合、必要に応じて、鏡面面取り工程（ステップ１０７ｂ）を省略する
ことも可能である。
【００４７】
以下、図１の本発明の半導体ウエーハの製造方法のフローチャートに示した各工程につい
てさらに詳細に説明する。
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【００４８】
（スライス工程、ステップ１００）
チョクラルスキー法またはフロートゾーン法等によって成長したシリコン等のインゴット
は、まず、スライス工程において、内周刃スライサーやワイヤーソーにより薄板状のウエ
ーハに切断される。
【００４９】
（第１面取り工程、ステップ１０２）
次いで、単結晶棒から切り出されたウエーハに直ちにラッピングを行うと、ウエーハの周
縁に角があるために、ラッピングする際にウエーハが欠け易く、その結果発生したチップ
、カケによってラッピングの際にウエーハに傷が発生してしまう。予め予備的な面取り加
工を行うことによってウエーハの欠けを防止し、ウエーハに傷が発生することを防止し、
また、ラッピング終了時点のウエーハの主面の平坦度の劣化を防止する。
【００５０】
この段階で行う面取り加工は、本来の面取り加工と比べて、ラフな品質管理で行われる面
取り加工で足り、精度的、機能的に劣る安価な面取り加工機を用いて行うことができる。
例えば研削ステージ（真空チャック）に保持されたウエーハを低速回転させながら高速回
転する砥石に所定荷重で押し当てることにより、砥石の溝形状に追随してウエーハを研削
し、面取りを行う。勿論、ウエーハの面取り加工の際に通常使用されている精度的、機能
的に優れた面取り加工装置を用いて行うこともできる。この際、ラッピング前に行われる
予備的な面取り加工における面取り幅は、ラッピングによってウエーハの厚みが減少し、
それに伴って面取り幅が減少することを考慮して、ラッピング終了時点での面取り幅を決
めておく。
【００５１】
（ラッピング工程、ステップ１０４）
シリコンウエーハの主面を遊離砥粒として株式会社フジミインコーポレーテッド社製ＦＯ
砥粒＃１２００以上を用いラッピング処理する。特に＃１５００以上が好ましい。本実施
の形態のラッピング工程で行われるラッピング方法の具体的な方法について説明する。ラ
ッピング方法は、図に示すような遊星キャリアにウエーハを保持し、そのキャリアを遊星
運動させ、上下ラップ定盤の間で両面同時に加工するラッピング装置を用いた。遊離砥粒
としてＦＯ粒子を用いる。ＦＯ砥粒は粉砕アルミナ系微粉研磨材であり、褐色アルミナ質
砥粒とジルコン質砥粒が混合された人造エメリー研磨材である。例えば、＃１２００の砥
粒は平均サイズ約７～８μｍ程度の砥粒である。これ以上に細かい砥粒を用いる事が好ま
しい。この程度の粒度を持つ砥粒を用い、アルカリエッチング前に処理する事で深いピッ
トの発生等を防ぐ事ができる。この様な方法により両面で２０μｍ～１００μｍ程度ラッ
ピングする。このようにラッピングするとウエーハの表面状態の品質が安定し、次工程に
好適な面状態となる。
【００５２】
（第２面取り工程、ステップ１０５）
本発明の半導体ウエーハの製造方法では、ラッピングを行った後に面取り加工を更に行う
。第２面取り工程においては、第１の面取り工程と同様に研削ステージ（真空チャック）
に保持されたウエーハを低速回転させながら高速回転する砥石に所定荷重で押し当てるこ
とにより、砥石の溝形状に追随してウエーハを研削し、面取りを行うが、第１面取り工程
より精度的、機能的に優れた面取り加工装置を用いて行う。これにより面取り加工終了時
点の面取り加工面の平滑さおよび寸法の精度を損なうことなく、半導体ウエーハを製造で
きる。さらに、ラッピングの終わったウエーハは厚みが均一になっているので、続く第２
の面取り加工の際に、面取り加工面の寸法の精度を確保することが容易になるという利点
もある。ラッピング後に行う第２の面取り加工における面取り幅は、一般に４００μｍ～
５００μｍである。
【００５３】
上記した工程例は好ましいものを説明したもので特に限定されるものではなく、更に平面



(10) JP 4093793 B2 2008.6.4

10

20

30

40

50

研削工程を追加したり、ラッピング工程と平面研削工程を入れ替えたり種々の工程が考え
られる。このような工程を実施することで、ある程度高平坦度なウエーハに加工しておく
。
【００５４】
（エッチング工程、ステップ１０６）
次にエッチング工程は、アルカリエッチングにより行うのが好適である。アルカリエッチ
ング液としてアルカリ成分の濃度が５０重量％以上のアルカリ水溶液を用いエッチング処
理する。本実施の形態のエッチング液に用いられるアルカリ成分は、シリコンをエッチン
グすることが可能であれば特に限定されるものではないが、エッチング能力の点で水酸化
ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ金属の水酸化物が好ましく、特に好ましくは水
酸化ナトリウムである。またこれらのアルカリ成分を単独で用いてもよく、また複数のア
ルカリ成分を混合して用いてもよい。例えば、水酸化ナトリウムと水酸化カリウムとを混
合して用いてもよいし、水酸化ナトリウム単独で用いてもよい。
【００５５】
また、本発明のエッチング方法によりエッチング除去されるシリコンウエーハの除去厚（
エッチング代）は、ラッピング工程以前の工程で受けた加工歪を除去できる最小限度の厚
みであればよく、特に限定されるものではないが、除去する必要がある加工歪の侵入深さ
のばらつきを考慮すると、両面で１５μｍ～４０μｍの範囲内となる。このシリコンウエ
ーハの除去厚は、主にシリコンウエーハをエッチング液に浸漬する時間を調整することに
より制御される。また、逆にシリコンウエーハの浸漬時間は、上記エッチング代とエッチ
ング液の濃度との関係で設定されるものであり、エッチング代が１５μｍ～４０μｍの範
囲内となる時間に設定されることが好まく、通常は５分～６０分程度である。なお、シリ
コンウエーハをエッチング液に浸漬するに際し、均一にエッチングされるようにウエーハ
を揺動等したり、エッチング液に超音波等を印加したりする等の従来行われている方法を
本発明において合わせて行うことは任意である。このアルカリエッチングでウエーハの光
沢度がおよそ１５％～３０％となる。なお、光沢度は、ＪＩＳ　Ｚ８７４１（鏡面光沢度
測定方法）を参考にし、同規格で指定の鏡面光沢度計（グロスメーターＳＤ）を使用、同
法に準じた方法により測定した。対物位置に何も置かない状態の輝度を便宜上０％と仮想
し、鏡面化されたウエーハの光沢度を１００％と設定した条件で評価した値である。
【００５６】
（裏面部分研磨鏡面面取り工程、ステップ１０７ａｂ）
次に裏面部分研磨鏡面面取り工程は、例えば図４に示すような鏡面面取り装置を用いて実
施する。図４は鏡面面取り装置の１例を示す側面概略説明図である。図４において、１０
は鏡面面取り装置で、ウエーハＷを保持回転するウエーハ回転装置１２とバフ１４が円筒
状に貼付された回転ドラム１６とを有している。円筒状バフ１４は、回転ドラム１６の回
転軸１８を中心に毎分８００回～３０００回程度の高速で回転する構造となっており、円
筒状バフ（ポリッシングパッド）１４はその外周面に密接して全面をカバーするように貼
付されている。ウエーハＷはウエーハ回転装置１２に把持され、回転ドラム１６に対して
約４５度～５５度の角度で傾斜した状態で回転軸２０を中心に回転するとともに上下にト
ラバースする構造となっている。ウエーハＷと円筒状バフ（ポリッシングパッド）１４の
接触点の上にノズル２２を配置し、加工液２４を定量的に供給するようになっている。加
工に際しては、回転ドラム１６とウエーハＷの双方を回転しつつウエーハＷを５５度程度
傾斜させて回転ドラム１６に接触させる。ウエーハＷのエッジ部の先端は円筒状バフ（ポ
リッシングパッド）１４の中に沈み込んだ状態で鏡面研磨加工される。
【００５７】
このとき、ウエーハ裏面の鏡面面取りの入り込み量（面幅）、即ち裏面の面取り部境界の
面内側の一部を鏡面研磨する範囲が、ウエーハ面取り部と主面の境界からウエーハ中心に
向かい１０００μｍ以下、好ましくは、５００μｍ～７００μｍとなるように鏡面面取り
する。
【００５８】
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本発明ではウエーハ裏面の外周部の一部を鏡面化することで効果が得られ、その範囲はウ
エーハ表面を研磨する研磨装置や研磨条件により適宜設定するのが好ましいが、特にウエ
ーハ面取り部と主面の境界からウエーハ中心に向かい１０００μｍ程度の範囲まで、好ま
しくは１０００μｍ以下５００μｍ以上の範囲までで行えば良い。このような範囲であれ
ば、ワックスマウント方式による研磨装置でも十分な平坦度が得られ、また従来の鏡面面
取り装置を用い、使用するバフや鏡面面取り条件を工夫するだけで容易にウエーハ裏面の
外周部の一部を鏡面研磨できる。なお５００μｍ以下でも平坦度の改善には効果はあるが
、今後要求されるレベルの平坦度のウエーハを得るためには５００μｍ以上、特に５００
μｍ～７００μｍの範囲まで鏡面化する事が好ましい。このようにすることでウエーハ外
周部まで高平坦度なウエーハであり、かつウエーハ裏面は従来使用されているエッチング
面と同等のウエーハが得られ、デバイス工程での取り扱い等も容易になる。
【００５９】
鏡面面取りの入り込み量はウエーハの回転ドラムに対する角度の調整やバフの性質により
制御が可能であるが、特に第１面取り工程、ラッピング工程、第２面取り工程というよう
にラッピング工程の前後で面取りの工程を実施したウエーハについて、鏡面面取りを行う
と鏡面面取りの入り込み量が正確に制御でき面幅のばらつきも少なく制御できる。
【００６０】
なお、図１のフローチャートでは、裏面部分研磨鏡面面取り工程（ステップ１０７ａｂ）
において、通常の鏡面面取り加工とウエーハ裏面の面取り部境界の面内側の一部までも鏡
面研磨する裏面部分研磨加工とを同時に行う例が示されているが、図２のフローチャート
に示すように裏面部分研磨加工を行う裏面部分研磨工程（ステップ１０７ａ）と鏡面面取
り工程（ステップ１０７ｂ）とを別々に実施してもよいことは前述した通りである。
【００６１】
（ウエーハ裏面の軽ポリッシング工程、ステップ１０７ｃ）
さらに極僅かウエーハ裏面（主面）を研磨しても良い。このような工程は必ずしも入れる
必要はないが、裏面の光沢度の調整や、平坦度の向上の為、入れても良い。一般的に使用
されている研磨装置を用い裏面の研磨代を極僅か（１μｍ以下）にして研磨する。
【００６２】
このようなウエーハ裏面の軽ポリッシング工程を入れることで、ウエーハ裏面の光沢度を
揃えることができ、光沢度４０±５％程度の裏面を得ることができる。
【００６３】
（研磨工程、ステップ１０８）
最後に、研磨工程において、ウエーハの表面の鏡面研磨を行う。本実施の形態ではワック
スマウント方式を用いた研磨方式を例としてウエーハの一主面（表面）側を鏡面研磨する
。この研磨にあたっては、例えば図５に示すような研磨装置が使用される。図５は研磨装
置の側面概略説明図である。
【００６４】
図５において、３０は研磨装置で、研磨テーブル３１、研磨剤供給手段３２、研磨ヘッド
３３、ヘッド回転手段（図示せず）およびテーブル回転手段（図示せず）を備えている。
研磨ブロック３５へのワックスによるウエーハＷの裏面の貼付けが終了したならば、研磨
ブロック３５を研磨ヘッド３３の下方に置き、ウエーハＷの表面を、研磨テーブル３１上
に貼られた研磨クロス３４に接触させる。次いで、研磨ヘッド３３を下げて研磨ブロック
３５を介してウエーハＷの表面を研磨クロス３４に押し付ける。ヘッド回転手段及びテー
ブル回転手段を駆動させる一方で、研磨剤供給手段３２のノズルから研磨スラリー３６を
供給してウエーハＷの表面と研磨クロス３４とを摺接させることによってウエーハＷの表
面を研磨する。研磨が終了したらならば、研磨ヘッド３３を上げて研磨ブロック３５を取
り出し、ウエーハＷを引き剥がす。研磨ブロック３５はセラミック製のブロックであって
、その面（ウエーハ貼付け面）には格子状の溝が全面に亘って形成されているものが通常
使用される。
【００６５】
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上述した工程を実施することにより、図６に模式的に示すようにウエーハ表面Ｗ１は高平
坦度に鏡面研磨され、かつウエーハ裏面Ｗ２は部分鏡面部Ｗ２ｍが鏡面研磨されその中心
部が前記アルカリエッチングの面部Ｗ２ｅをなしているウエーハが製造できた。
【００６６】
部分鏡面部Ｗ２ｍはウエーハ面取り部と主面の境界からウエーハ中心に向かい１０００μ
ｍ以下、特に５００μｍ～７００μｍの範囲まで鏡面となっているウエーハが好ましい。
なお、この部分鏡面部Ｗ２ｍの範囲は、ウエーハ裏面の外周部の一部を鏡面化する前の段
階ではウエーハ主面と面取り部の境界部分は明確であり、その範囲は正確に制御できるが
、鏡面面取りを行ったウエーハは、主面と面取り部の境界部が共に鏡面になっているので
境界部が正確には識別しにくい。
【００６７】
本発明では面取り部の幅は特に影響しないので、ウエーハ主面と面取り部の境界部からの
距離として規定したが、本発明で得られたウエーハを規定するには、面取り部分も含めた
範囲で規定してもよく、例えば、本発明のウエーハ面取り部と主面の境界からウエーハ中
心に向かい６００μｍの範囲まで部分研磨されたウエーハであれば、別な表現では、例え
ば面取り幅の仕様が４００μｍであれば、ウエーハ最外周（外周端等ともいう）からウエ
ーハ中心に向かい１０００μｍ（面取り幅４００μｍ＋境界部からウエーハ面内へ６００
μｍ）の範囲までが研磨されたウエーハということになる。
【００６８】
通常面取り幅の規格は４００μｍ～５００μｍ程度であるので、この仕様を考慮しウエー
ハを規定してもよい。このような製造工程により得られたウエーハは、ＳＦＱＲｍａｘが
０．０９μｍ～０．１１μｍのレベルが容易に得られる。
【００６９】
また、近年表裏両面とも研磨を行い高平坦度なウエーハを製造する工程も開発されている
が、現状裏面形状が鏡面ではデバイス製造工程の装置との相性等で問題が生じることがあ
って受け入れられない場合があり、ウエーハ裏面はエッチング面である必要がある場合が
多い。
【００７０】
例えば、デバイス工程で用いられるドライエッチング装置等では温度制御の面からウエー
ハ裏面の粗さ等が問題となり、現状裏面がエッチングされた状態のウエーハで装置が校正
されていることが多い。従来、裏面がエッチング面の状態では十分な平坦度、特にウエー
ハ外周部の形状が得られなかった。
【００７１】
本発明のウエーハではウエーハ裏面の面取り部境界の面内側の一部を鏡面研磨し、ウエー
ハ裏面の外周部のみ（特に１０００μｍ程度と僅かな範囲）を鏡面状にしたことで、裏面
粗さの影響もなく上記のようなデバイス工程で従来から使われているウエーハと同じ条件
で処理でき、かつ平坦度の良いウエーハであり、デバイスメーカ側の歩留まり等も向上す
るという利点がある。
【００７２】
【実施例】
以下に実施例をあげて本発明をさらに具体的に説明するが、これらの実施例は例示的に示
されるもので限定的に解釈されるべきでないことはいうまでもない。
【００７３】
（実施例１及び２並びに比較例１）
直径約２００ｍｍ（８インチ）、抵抗率が約１０Ω・ｃｍのｐ型シリコン単結晶インゴッ
トをチョクラルスキー法により得た。得られたインゴットを、図１のフローチャートと同
様の工程により処理し片面が鏡面研磨された半導体ウエーハを製造した。
【００７４】
まず、ワイヤーソーで上記インゴットを切断し、得られたスライスウエーハの外周部を粗
面取り（第１面取り）加工した。次にシリコンウエーハの主面を遊離砥粒としてＦＯ砥粒
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＃１５００を用いラッピング処理する。両面で７０μｍ程度除去した。更に、ウエーハ外
周部を面取り（第２面取り）加工し、仕様にあった面取り形状とした。
【００７５】
次にエッチング工程は、５５ｗｔ％水酸化ナトリウムを用いたエッチング液により行った
。液温を８０℃とし、シリコンウエーハをエッチング液に浸漬し、両面で約２０μｍエッ
チング代で除去するようにエッチング処理した。これにより光沢度１５～２５％程度のエ
ッチングウエーハ（ＣＷ）が製造できた。次に光沢度が４０±５％となるようにウエーハ
裏面を研磨した。
【００７６】
本発明では特に、図１のフローチャートに示したように、ウエーハ主面の外周部を鏡面化
させる為、この段階で鏡面面取り工程を入れる。特にこの鏡面面取りは面取り部を鏡面化
させるのみならず、ウエーハ主面にまでかかるように実施する。なお、図２のフローチャ
ートに示したように、面取り部の鏡面化は別工程で実施して、この段階ではウエーハ主面
（裏面）の外周部のみ鏡面化させても良い。アルカリエッチング後、ウエーハ表面研磨前
にこのようなウエーハ裏面外周部の形状を変化させておく。但し、図１のフローチャート
に示したように、面取り部の鏡面化と同時に実施すれば工程も簡略化し好ましい。
【００７７】
鏡面面取り加工では、図４に示したような鏡面面取り装置で、ウエーハの角度５５°、バ
フとして、ポリエステルフェルトにポリウレタンを含浸させた不織布、スラリーとしてコ
ロイダルシリカを含有したアルカリ溶液を使用し研磨した。また接触圧力等を調整し、ま
たは硬度の異なる不織布を２層にする等して面取り部以外にウエーハ主面の外周部の任意
の位置まで鏡面化した。
【００７８】
このような工程により複数枚の原料ウエーハを準備した。面取部からウエーハ中心に向か
い２００μｍ～３００μｍまで研磨を行ったものを原料ウエーハ１（実施例１）及び６０
０μｍ～７００μｍまで研磨したものを原料ウエーハ２（実施例２）とする。また主面の
外周部を鏡面化せず面取部のみ鏡面面取りを行なったものを原料ウエーハ３（比較例１）
とした。
【００７９】
上記のような原料ウエーハの裏面をワックスマウント方式により接着しウエーハの片面（
表面）を研磨する図５に示したような研磨装置を用い研磨した。具体的には、直径が６３
０ｍｍ、厚さ２０ｍｍのアルミナ焼結体に溝幅が１００μｍ、溝深さが１５μｍ、溝ピッ
チが３ｍｍとして格子状の溝が形成された研磨ブロックを使用した。ワックスは、日化精
工（株）製のスカイリキッドを使用し、８インチウエーハ（直径２００ｍｍ）を研磨ブロ
ックに７枚貼り付けるようにした。研磨機で、ウエーハの貼り付けられた研磨ブロックに
圧力を加えて、研磨スラリーを流し込みながら研磨クロスで磨き、１０μｍ程研磨した。
この場合、研磨スラリーはコロイダルシリカを含有したアルカリ溶液（ｐＨ＝１０．５）
を使用し、研磨クロスはウレタンの不織布を使用した。研磨終了後にウエーハを引き剥が
し、ウエーハを洗浄した。
【００８０】
以上の工程により、表面が鏡面研磨され、かつ裏面主面の外周部が２００μｍ～３００μ
ｍまで部分研磨されたウエーハ（本実施例で得られたウエーハの面取り部は４００μｍで
あるので、別な表現としてはウエーハ裏面の外周部がウエーハ外周端から６００μｍ～７
００μｍまで鏡面研磨されたウエーハ）が得られた（実施例１）。同様にウエーハ裏面の
主面外周部が６００μｍ～７００μｍまで部分研磨されたウエーハ（ウエーハ裏面の外周
部がウエーハ外周端から１０００μｍ～１１００μｍまで鏡面研磨されたウエーハ、実施
例２）及び表面及び面取り部が鏡面研磨されたウエーハ（比較例１）が得られた。
【００８１】
実施例１、実施例２及び比較例１のウエーハについてフラットネス測定器（ＡＤＥ社製　
Ｕ／Ｓ９８００）を使用してウエーハ形状を調べた。ＳＦＱＲはセルサイズ２５ｍｍ×２
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５ｍｍ、除外領域周辺２ｍｍ（Ｅ．Ｅ．２ｍｍ）で評価した。研磨前の原料ウエーハの面
取り部境界部分の形状、及びウエーハ全体の２次元的なマップ図、及び研磨後のウエーハ
全体の２次元的なマップ図及びＳＦＱＲｍａｘを求めた。結果を図３に示す。
【００８２】
この結果、原材料ウエーハ３（比較例１）のウエーハを用いた場合、研磨後にウエーハ外
周部にリング状のダレが見られる。このウエーハでは外周１０ｍｍ程度からダレていた。
この影響によりＳＦＱＲｍａｘも０．２０μｍ程度である。研磨に用いる原料ウエーハ裏
面の面取り部境界の面内側の一部を鏡面研磨しておき研磨した実施例１及び実施例２では
ＳＦＱＲｍａｘの値が改善でき、研磨後のマップ図をみてもウエーハ周辺部の等高線の密
度が少なく高平坦度なウエーハが製造できていることがわかる。特に実施例２ではＳＦＱ
Ｒｍａｘ０．０９μｍと大変高平坦度なウエーハが製造できた。
【００８３】
面取り部境界の面内側の一部を鏡面研磨していない比較例１では、図３の原料ウエーハの
外周形状を見てわかるように面取り部分との境界部分が角張っておりこれが原因で研磨後
にダレが発生すると考えられる。実施例１や実施例２のようにウエーハ裏面のこの部分を
研磨し、やや丸めた形状にすることで高平坦度なウエーハが製造できた。
【００８４】
なお、裏面の部分研磨の幅と比較例１で見られるような外周ダレの発生する領域の幅は大
きく異なるが、本発明のような僅かな範囲の部分研磨（例えば１０００μｍ程度）であっ
ても、研磨中の応力等の関係でウエーハ外周１０ｍｍ程度までの範囲まで作用すると考え
られる。
【００８５】
上記した各実施例の条件では面取り部境界の面内側の入り込み量が６００μｍ～７００μ
ｍでもっとも平坦度がよかった。このような条件では、ＳＦＱＲｍａｘが安定して０．１
１μｍ以下であった。
【００８６】
以上、本発明の実施の形態および実施例について説明したが、本発明は、かかる実施の形
態および実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で、種々の変形が
可能であることはいうまでもない。
【００８７】
【発明の効果】
以上述べたごとく、本発明の半導体ウエーハの製造方法によれば、アルカリエッチングを
行ったウエーハを研磨するに際し、ウエーハ外周部のリング状のダレのないウエーハを製
造でき、特にワックスマウント方式によって研磨すると効果的である。また、本発明のウ
エーハはウエーハ外周部のリング状のダレがなく、高い平坦度を有している。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の半導体ウエーハの製造方法の工程順の１例を示すフローチャートであ
る。
【図２】　本発明の半導体ウエーハの製造方法の工程順の他の例を示すフローチャートで
ある。
【図３】　実施例１及び２並びに比較例１における原料ウエーハ形状及び研磨後のウエー
ハ形状を示すグラフ及びマップ図である。
【図４】　鏡面面取り装置の１例を示す側面概略説明図である。
【図５】　研磨装置の１例を示す側面概略説明図である。
【図６】　本発明方法によって研磨されたウエーハを示す説明図で、（ａ）はウエーハ表
面及び（ｂ）はウエーハ裏面を示す。
【図７】　従来の半導体ウエーハの製造方法の工程の１例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１０：鏡面面取り装置、１２：ウエーハ回転装置、１４：円筒状バフ、１６：回転ドラム
、１８，２０：回転軸、２２：ノズル、２４：加工液、３０：研磨装置、３１：研磨テー
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ブル、３２：研磨剤供給手段、３３：研磨ヘッド、３４：研磨クロス、３５：研磨ブロッ
ク、３６：研磨スラリー、Ｗ：ウエーハ、Ｗ１：ウエーハ表面、Ｗ１ｃ：ウエーハ表面側
面取り部、Ｗ１ｍ：ウエーハ表面鏡面部、Ｗ２：ウエーハ裏面、Ｗ２ｃ：ウエーハ裏面側
面取り部、Ｗ２ｅ：ウエーハ裏面アルカリエッチング面部、Ｗ２ｍ：ウエーハ裏面部分鏡
面部。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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